R e a9 OPIS PATENTOWY  @9PL 11200087
a3 Bl

(21) Numer zgtoszenia: 347756 (51) Int.CI.
HOLL 29/772 (2006.01)

(22) Data zgtoszenia: 26.05.2001
Urzad Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej

(54) Wielowejsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych

(73) Uprawniony z patentu:

43) 2 - oat Politechnika Slaska,Gliwice,PL
groszenie 0gtoszono:

02.12.2002 BUP 25/02
(72) Twoérca(y) wynalazku:
Lestaw Topdér-Kaminski,Gliwice,PL

(45) O udzieleniu patentu ogtoszono:

31.12.2008 WUP 12/08 .
(74) Petnomocnik:

Ziétkowska Urszula, Politechnika Slaska

PL 200087 Bl

(57) 1. Wielowyjsciowy tranzystor polowy MOS
0 bramkach swobodnych, znamienny tym, ze
w poblizu bramek swobodnych GF1 i FG2
umieszcza sie dodatkowg warstwe przewodza-
ca FG3 odizolowana od otoczenia, ktéra jest
trzecig wspollng bramka swobodna, przy czym
w poblizu kazdej bramki swobodnej FG1-FG2,
FG3 umieszczone sg wiecej niz jedna wejscio-
wa bramka sterujgca G11.
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest wielowejsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych.

Dotychczas wykonywane struktury wielowejsciowych tranzystorow polowych MOS z bramkg
swobodng, dla potaczenia ich w zespoly dwu-tranzystorowe, wymagajg w celu ich wspélnego stero-
wania, potaczenia zaciskéw bramek wejsciowych na zewnatrz struktury. Rozwigzanie takie, przy braku
dotaczonego zrodta sygnatu do zaciskow wspdinych powoduje gromadzenie sie na nich wychwytywa-
nych z otoczenia pasozytniczych tadunkéw elektrycznych zakiécajacych prace tranzystoréw. W przy-
padku potaczenia tych zaciskdéw z punktem uktadu o potencjale zerowym, traci sie mozliwos¢ wza-
jemnego wplywu na siebie tranzystoréw po przez pozostate zaciski sterujgce. Inny wariant rozwigza-
nia konstrukcyjnego podwdjnego tranzystora polowego MOS z jedng wspdlng bramka swobodng
uniemozliwia zréznicowany wplyw sygnatow sterujacych na kazdy z tranzystoréw skladowych.

Wielowejsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych wedtug wynalazku jest struk-
turg wykonang na podtozu pétprzewodnikowym, dwoch tranzystoréw polowych typu MOS posiadaja-
cych miedzy kanatem, a sterujgcymi zaciskami bramek wejsciowych dodatkowg warstwe przewodzaca
odizolowang od otoczenia zwang bramka swobodng lub ptywajaca (floating gate). Sg to znane struktu-
ry zwane tranzystorami polowymi typu MOS z bramkg swobodna.

Stwierdzono nieoczekiwanie, ze korzystne jest wprowadzenie w poblize bramek swobodnych
obu tranzystoréw, dodatkowej trzeciej warstwy przewodzacej odizolowanej od otoczenia, nazwanej
wspélng bramkg swobodna. Kanaty obu tranzystorow moga by¢ o jednakowych typach przewodnictwa
pip,lubnin,albo réznych, czyli jeden p, a drugi n. W poblizu kazdej z tych bramek umieszczone sg
od jednej do kilku odizolowanych od nich warstw przewodzacych potagczonych z wyprowadzeniami na
zewnatrz uktadu. Sg one wejsciowymi zaciskami sterujgcymi potencjatami kazdej z bramek swobod-
nych poprzez pojemnosci utworzone miedzy nimi, a takze miedzy bramkami swobodnymi. Potencjaty
bramek swobodnych oraz zgromadzony na nich fadunek maja natomiast wptyw na zjawiska zacho-
dzace w kanatach obu tranzystorow.

Zacisk wspdlny kanatéw obu tranzystoréw jest jednoimienny czyli potgczone sg razem dwa dre-
ny lub dwa ich zrédta. W innym rozwigzaniu zacisk wspoélny kanatow obu tranzystoréw jest drenem
jednego tranzystora a zrédtem tranzystora lub na odwrét.

Wynalazek pozwala na sterowanie zjawiskami zachodzacymi w kanatach obu tranzystoréw
z roznymi wspétczynnikami wagowymi, w zaleznosci od miejsca przytozenia sygnatu sterujgcego, czyli
do zaciskdéw umieszczonych w poblizu bramki swobodnej pierwszego tranzystora, lub do zaciskow
umieszczonych w poblizu bramki swobodnej drugiego tranzystora oraz sterowanie zjawiskami zacho-
dzacymi w kanatach obu tranzystoréw z jednakowymi wspétczynnikami wagowymi w przypadku przy-
tozenia sygnatu do zaciskéw wejsciowych umieszczonych w poblizu wspélnej bramki swobodne;j.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku ktory przedstawia schemat struktury wyko-
nanej na podtozu pétprzewodnikowym B. Struktura zawiera dwa tranzystory polowe o kanatach CH1
i CH2 sterowanych potencjatami bramek swobodnych FG1 i FG2. W poblizu obu tych bramek swo-
bodnych umieszczona jest dodatkowa trzecia bramka swobodna FG3. W poblizu kazdej z tych bramek
umieszczonych jest od jednej do kilku odizolowanych od nich warstw przewodzacych G11, G12, G21,
G22, G31, G33, potgczonych z wyprowadzeniami na zewnatrz uktadu. Tworzag one zaciski wejsciowe
sterujgce potencjatem kazdej z tych bramek poprzez pojemnosci utworzone miedzy nimi, oraz pojem-
nosci utworzone miedzy bramkami swobodnymi.

Kanaty CH1 i CH2 sg jednakowego przewodzenia n lub ré6znego przewodzenia n i p. Zacisk
wspoélny ZW kanatéw obu tranzystoréw jest jednoimienny czyli potaczone sg razem dwa ich dreny lub
zrédta. W innym rozwigzaniu zacisk wspdélny ZW obu tranzystoréw jest drenem jednego tranzystora,
a zrodtem tranzystora i odwrotnie.

Zastrzezenia patentowe

1. Wielowyjsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych, znamienny tym, ze w po-
blizu bramek swobodnych GF1 i FG2 umieszcza sie dodatkowg warstwe przewodzaca FG3 odizolo-
wana od otoczenia, ktéra jest trzecig wspoblng bramkg swobodna, przy czym w poblizu kazdej bramki
swobodnej FG1-FG2, FG3 umieszczone sg wiecej niz jedna wejsciowa bramka sterujgca G11.
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2. Wielowejsciowy tranzystor wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze kanaty CH1 i CH2 tranzy-
storéw sg jednakowego typu przewodzenia n, lub jednakowego typu przewodzenia p.

3. Wielowejsciowy tranzystor wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze kanaty CH1 i CH2 tranzy-
storéw sa réznego typu przewodzenia n i p.

4. Wielowejsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych wedtug zastrz. 1, zna-
mienny tym, ze zacisk wspolny ZW kanatéw tranzystorow jest jednoimienny, czyli potaczone sg ra-
zem dwa ich dreny lub dwa ich zrodia.

5. Wielowejsciowy tranzystor polowy MOS o bramkach swobodnych wedilug zastrz. 1, zna-
mienny tym, ze zacisk wspdlny kanatébw ZW obu tranzystorow jest drenem jednego tranzystora,
a zrodtem drugiego tranzystora lub na odwrét.
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